Germanium-Hochfrequenz-Transistoren bis zu 260 MHz

lransistoren

Kennwerte bei ##a = 25" C — 5 grd Héchstwerte
Type Steilheit in Emitterschaltung Grenzfrequenz Koll.-
" | Koll.- | Wérme- [ Sperr-
[Y v mA Ei Bosis- fh21b f1 (f‘[) rest- i wider- p Bau-
. 21| JY21e ei: bahn- | [MHz] IMHz] | strom | ™ | stand schicht- for Verwendungszweck
id z' ‘ i
i i op = V] Ugg = 64 JcE =0 bel (-1cBo) Ren | °"P
Uce = Ve =0V e = 1mA[ gy i -lc grd #
e =05mAllc = 0.3 mAl =10 MHz Uce=6V|-Uce=6V| ~'CEQ| [mA] -wl| 1rc
F=500kHz | 1=2MHz [[I=100MHz]] 1] |.1c=05mA|-lc=1mA| [uAl
GF 100 - 13 - < 300 >3 <800| 15 | <1 75 17 |ZF-Stufen bis 470 KHz
GF 105 = 10 < 350 >7 <800 15 | < 1 75 17 |Mischstufen bis 2 MHz
GF 120 > 10 < 300 =10 |<500( 10 0,6 75 18 vischstudfen -bi'rs‘ 3fMHz
or- und Mischstufen im
GF 121 =22 |< 200 >25 |<500]| 10 0.6 75 18 KW-Bereich
GF 122 =28 |< 100 >30 |<500] 10 06 75 18 ZF-Stufen bis 10,7 MHz
GF 125%) >30 |<100 =30 |<500]| 10 0,6 75 18 .
GF 129 - 10 (75) (75) | 10 -1 75 19 \:’2; Luwnd Mischstufen MW
GF 130 = 28 (75) (715)| 10 | >1 | 75 19 |ZF-Transistor bis 10,7 MHz
GF 131 [11 mS] (85) (7.5) | 10 =1 75 19 | UKW-Mischtransistor
GF 132 [14 mS] = (85) (7.5) | 10 >1 75 19 | UKW-Vorstufen
2 Poc=
GF 140* =10 . 00 =100 70 100 20
) i (300) 180nW HF-Verstarker, HF-Klein-
GF 141%) =10 (300) |<100| 70 [|180mW| 100 20 leistungsstufen, Misch- und
GF 142%) s =10 = (3000 |<100| 70 [180mW| 100 20 l(\’f‘ﬁillr::tc:rstufen bis zu 260
GF 143%) >10 300) |<100| 70 [180aW| 100 | 20 ‘
Silizium-Transistoren fiir hochwertige NF-Verstdrker- und Schalteranwendungen
Kennwerte bel #o = 250 C Héchstwerte
Strom- G - Sperr- z
Type ‘:: Rausch- fre;zr:nz Kollektor- | Emitter- | Kollektor- | varlust- sdfi::t- ?:r:l Verwendungszweck
starkung s f1 (fn IPCnning | shanning)  isftom leistung  |temperatur
hzte [B] | F [dB] [MHz] |=Uce V1| Uge V1 | =lc [mAl | Pc ImWI| & [°C]
SC 100 8--:20 < 12 =08 10 10 50 250 150 NF-Transistor
sc1o3  [20--30| 2 | =15 10 10 50 250 150 NF-Transistor
SC 104 30---50 - 13 =3 10 10 50 250 150 21 NF-Transistor
$S 101 g8-25| _ 8 | =08 33 33 50 250 150 Schalttransistor
SS 102 8..-25 | _ 1? =03 66 33 50 250 150 Schalttransistor
SF 111%) >0 (40) 20 200 400 150 . . .
Transistoren mittlerer Lei-
SF 112%) = (12) (40) 30 200 400 150 o1 stung flr Hochfr%quenzver-
SF 1134 | > (12 (40) 60 200 400 150 ‘-;f;‘;t‘gg und fiir Scholt-
SF 114%) = (12) (40) 100 =S 200 400 150
rd
Rihi [gw ]
SL 112%) = (12) (40) 30 400 15 150 HF-Leistungstransistor und
SL 113%) = (12) (40) 60 400 15 150 15 Schclt:crcnsastor fiir hohere
Batteriespannungen u. Um-
SL 114%) = (12) (40) 100 400 15 150 gebungstemperaturen

*) in Entwicklung




